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J.SASS: Zastosowanie transmisyjnej topografii rentgenowskiej w nieréwnoleglym ukladzie spektrometru dwukrys-
tali cznego do badania homoepitaksjalnych warstw Si

W pracy przedstawiono wyniki rentgenowskich bada# topograficznych homoepitaksjalnych warstw krzemowych
vzyskane na dwukrystalicznym spektrometrze w ukladzie m,n. Badania wykonano pod kqtem niedopasowania
sieciowego, wystepujqcego no granicy podloze-warstwo. Wyniki zinterpretowano no podstawie teorii niedopa-
sowania sieciowego van der Merwego. Stwierdzono, ze bodone warstwy wskutek autodopingu majq szeroki
obszar graniczny . Przedyskutowano pewne cechy spektrometru dwukrystal icznego w ukladzie m,n na tle wyni-
kéw eksperymentalnych uzyskanych z badaf cienkich prébek.

K.JACKOWSKA: Pojemnoté rézniczkowa granicy fazowej pSlprzewodnik - roztwér elekirolitu

W artykule oméwiono podstawowe zaleznosci okretlajqce pojemnosé granicy fazowej pétprzewodnik - roziwér
elektrolitu. Przeprowadzono analize matematycznq elekirycznego schematu zastgpczego chorakteryzujqcego
badanq elektrode. Opisano zestaw aparatury do impulsowej metody pomiaréw pojemnosci rézniczkowej oraz
podano przyklad jej praktycznego zastosowanio w badaniu nieliniowosci pojemnosci granicy fazowej krzem -
roztwér elektrolitu.

J.NOWACKI, M.NAROZNIAK: Nowo kompozycja zalewowa do elementéw mikroelektronicznych

W artykule podano wyniki prac prowadzonych w ONPMP nad nowq kompozyciq zalewowq do hermetyzocji
elementéw elektronicznych. Oprécz podstawowych wlasnosci zalewy epoksydowej, oméwiono techrologie
i mozliwosci szerszego jej zastosowania.

Z.GORAJEWSKI: Tworzywa szklano-krystaliczne no plytki podlozowe do ukladéw mikroelektronicznych.

W artykule opisano strukture i teksture tworzyw szklano-krystalicznych majqcych zastosowanie w mikroelek-
tronice. Oméwiono wplyw wlasnosci faz krystalicznych i fazy szklistej no obrébke powierzchni przez szlifowa-
nie i polerowanie.

Podano informocje o podjetej produkcii plytek podlozowych z opracowanych tworzyw szklano-krystalicznych.
Przedstawiono réwniez wyniki badas wazniejszych wlasnosci produkowanych plytek oraz poréwnanie z innymi
materatomi

B.MALISZEWSKI: Obudowy hermetyczne o niskim koszcie wytwarzania do ukladéw mikroel ektronicznych

W artykule opisono taniq metode hermetyzacii mikrouktadéw scalonych w obudowach ceramicznych w wersji
Cer-Dip. Obudowy wykonane sq z ceramiki alundowej Yqczonej niskotopliwymi lutowiami szklanymi krystalizu-
jqeymi. Przeanalizowano dobér materialéw oraz mozliwe warianty technologiczne i konstrukcyjne omawianych
obudéw,

1.ZINKIEWICZ: Zastosowanie badafi izotopowych do wyznaczania wieku bezwzglednego poklodéw geologicz-
nych

W artykule opisano metode Rb-Sr do wyznaczania wieku bezwzglednego pokladéw geologicznych. Jako na-
rzedzie do wyznaczania w skalach zawartosci izotopéw Rb i Sr zastosowano spekirometr masowy . Oméwiono
wyniki pomiaréw granitéw strzelifiskich i strzegomskich.

W.ZUK, G.SKRZETUSKA: Przekroje czynne na jonizocje elektronami niektérych zwiqzkéw siarki

Zastosowano spektrometr masowy z monoenergetycznq wiqzkq elektronéw i 60° polem magnetycznym do po-
miaréw przekrojéw czynnych no jonizacje elektronami HyS i SO2 oraz ich produktéw rozpadu. W artykule omé=
wiono wyniki tych pomiaréw.

J.SZARAN: Sklad izotopowy siarki zawartej w £rédlach mineralnych

Zaktad Fizyki Jqdrowej Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie przeprowadzit badania skladu izetopowego siarki
z wéd trédet mineralnych Podkarpacio, Sudetéw i Kujaw.
W pracy zostaly oméwione wyniki tych bada.
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D.CACC: Opumenemme TDANCMECCAOENON DONTI6HOBCKOR TONOrpagMI B NENGDEEXSABHOM CACTONO ANYXPEC-
TAABHOI'O CHOETPOMOTPO ANH NCCIGAOBAHNA TOMOSNNTAKCHNEXBNHX OESHON KDEMHHE

B cTaThe NpeACTAHNGHM PO3YNLTATH PONTIOHOBCKEX TONOTPAjNYECENX NCCEOAOBAHNE IOMOeNnATAHCEA-
ABHLX KPOMENOBMX NE$HON, NOKYYOKHWX NPN NOMOZR ABYSPHCTEXBHOI'O CHGKTPOMETDE B CACTEME m,n ,
Alm NpoBeReNNN ACCEGXOBAHI NCHOAB30BANN DEMETOUNYD HONDENACOBKY, KOTOPeS BHCTYNAET Ha I'peRN-
ne NoZzROxXKa-NHeHxa. Pesyasraty EccAezomal MHETEPOPOTHPOBAHH HA OCHOBE TEOPEE DONSTORHOUM mempE-
nacosxa Mepeero.
JoTaHOBREHO, WTO MCCIOXOBAHHHG® MIGEKN BCASACTBNO CAMONETNDOBAHHA, EMODT ENPOEYD T'DeNNYRYD CT[8-

Fe
aCCMOTDONH NEKOTODHE CBOMCTBA ABYRDNCTAABNOrO CHEKTPOMETpa B CHCTEME m,n H8 OCHOBé MNOEYWOR-
HHX 3KCO6PHMOHTAXBHMX ICC.IOAOBGRI‘ TOREEX 00pasnos.

K.ANKOBCKA: JmjdepennmaibHOH SMEOCTB I'PAHNIN PasX6X8 HOXAYOPOBOXMMN - SNONTPOANT

B cTaThé NpeACTABNOHN OCHOBAHE 38BHCHMOCTA, ONDOZOAAIMNG SMKOCTH I'PAHNDN pa3A6Ia NOXYNPOBO-
XMNE-316KTPONNT, [poBEZER MaTeMaTWyeckmil aNaIN3 3aMeNSamoll sneETpMYecEoM cxemu, EOTOpMil xapax-
T6DESYET NCOWTHBAOMHH 3XEXTPOA. 1
Noxamo cocrap anneparypd AAA MMOYALCHOTO METOAA A3MBDPOHHA AN()EpPeHUNAXBNON SMKOCTH M MOKA3aNO
€6 NpAETHY6CKO6, NpHHENeHHe NPR WCCNEeACBAHNA HeXMHe{HON SMEOCTH IpeMHIN pasAeX8 KpeMHNl - amm-
TpOXET,

Al HOBALIKH, .HAPOXHAIK: HoHeH KOMIOBMONS SAEMBOWHOM MBCCH ZEf Ie[METH3AIHH SXGKTPOHHWXY BAGMEHTOB

B craTh6 NpeACTABNOHN D3YABTATH PAGOT NPOBOAHMUNX B H 0-[poN3BOACTBOHHOM NeNTPe OO mOAy-
NPOBOAHNROBLM MATODRANAM, H8X HOBOH KOMHOSHIMG# SaDHBOYHOR MAcCH AN I6MOTHSAUNN 3XEKTPOHHLX
8H6MEHTOB.

Epome raaBHMX OBOM#CTE 3NONCHANOX 36ANBOYHOM MACCH. DOCCHOTDENA TOXHOXOTMA W BOIMORHOCTL €5 UpE-
MOHORHN .

3.IORAEBCKE: CTenRfiEMO-EDHCTAINYECKAA MACCa HA NOANOXER AR MMTOrpanbHMX CX6M

B CTHTHE ONMCAHA CTPYETypa W TERCTYyPA CTOKANHEO-KPECTAANNYOCKHX MACC, IDPHMENAEMHX B HHTE—
rpambHHY CcI6MaX. PacCMOTDOEO BIANAEME CBOMCTB KDHCTAAIMYBCKHX W CTORIAHENI $as He 06paloTKy MO-
BEPIHOCTH - WENDGOBaHNEe M NOAGDOBAHRNE. B npuraraemofl T60IHNG MOA8MM Pe3yIbTATH NCOWTOHED HAH-
Baxmeliuux cBOMCTS, WSrOTABXMBAGMMY NOZNONGK W CPABHEHNE C ADYLAMH HATEDHANAMY,

B.MAJMUEBCKA: [epuerHneckKme kopnyca AAA HATOrpalbHHX CX6M, H3TOTABIMBAEMNE AGMEBHM CIHOCOGOM

B crarrl;f ONNCOHW ZOMEBHO HETOXAW 'éepMETM3AUNM HAaTErDANbHLX CX6M B KEDANNUOCEHX Kopaycax Bep-
CHR Cer-Dip.
Kopoyca M3roToBNeHW K3 ANYMAOBOR KODAMNEN COGANHAOMON HASKOILRABKUMN CTOKINAHHWMN KDNCTANA3ALKO-
HHMME MpHRMIOEMH,
IponapezeMo amAMMIN HOGEDEEMHX MATEPHANOP M BOIMORMMX TOXHOXOLMYECKHX W KOHCTPYRIMOHHHX Boplas-
TOB KOpHYCOB.

A.3MHKEBHY: [IpaMeHeHHe N30TONOBWXY HCCAGAOBAMAR AXA onpepeleNus aGCOANTHOrO BEKY I'éONOI'RCOCHEEX
rpyHTOB

B cTHTRE MpEACTEBIENO METOX Rb-Sr XXA YCTANOBAGHHA 8GCOIDTHOTO BEHY IeONOINY6CKHX T'DYNTOB.
B xavecrpe nmpuoopa, AnA oNpeAeAeNHR B CEAIAX COXGDEAHNE WI0TONOB Rb1iST, ONDENEHADT Macc-cOeR-
TPOMeTp.
PaccuoTpemo pesyabr8ry NaMepeHNN CTREMBHBCEHX M CTEEFOBCKNX TpPaHHTOB.

B.EVEK, I'.ChEsTICKA: O)PeKTHBHNS COYSNNN H8 HOHRNSALND SHEKTPOHAMN NEEOTOPHX COOAMHENMNI cepu

B crarbe OHHCAH BOTOX NDHMOHEHMS MACC-CHOKTPOMETPA C MOHOSHOPrOTHYECKMM NYYKOH BIEKTDOHOB
R MOUHETHuM NONeM 60V, AN WBMEDEEXH o)oK THBHWX coweNMll Ha HOHH3ALUHD SIOKTPOHAME H,S i 50,
H HX OPOAYKTOB pachaia.
B crathe OmNCAHN PESYXbTATH STHX MaMEDONMH.

D.DAPAH: MsoTonHMA CREAA CepH, KOTOPAN MAXOAHTCR B MNNEDAXBHWX HCTOYHHKAX.
Otaex flaposolt pmamkp Umcrmryry juamxm JMUC B lnGamme NpoBOAET HCCASAOBARNA M30TONNOrO COC-

TaEA cOpH B BOASY MHHEDEABHEMX HCTOUMNEOB [lozzapnarha, CyZeron, KyAB. B craThe onmcamd pesyib—
TaTH 8THX HCCA6AOBaHHN.
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J.SASS: Application of rarsmission X-ray tapography in the non-parallel system of bicrystal spectrometer far
homoepitaxial Si layers investigations

The reults of X-ray topographic homoepitaxial Si layers, obtained on the bicrystal spectrometer in the m,n
system, are presented. The investigations were carried out from the viewpoint of lattice mismatch which occurs
at the interface substrate-layer. The results are interpreted on the ground of van der Merwe's lattice mismatch
theory. It was found that the investigated layers due to the outostimulation have a wide boundary . Some featy-
res of the bicrystal spectrometer in the m,n system were discussed on the ground of experimental results achie-
ved In thin samples investigations.

K.JACKOWSKA: Differential capacity of the semiconductar-electrolyte phase interface |

The fundamental relationships determining capacity of the semiconductor-electrolyte phase interface are given
given. Mathematical analysis of the equivalent circuit characterizing the tested electrode was made.
The arrangement for current pulse technique measurements of differential capacity is described.
An example of using it in practice for investigation of the capacity non=linearity of the silicon-electrolyte
phase boundary is given.

J.NOWACKI, M.NAROZNIAK: A new casting composition for the electronic components

Results of the works carried out in ONPMP upon a new casting composition for electronic components encapsu-
lation are given. Apart from fundamental properties od epoxy resin, a technology and possibilities of its larger
application are discussed.

Z.GORAJEWSKI: Glass-crystalline materials for the substrate plates to be used in microelectronic circuits

The structure and texture of glass-crystalline materials used in microelectronics is described.
The influence of crystalline phases and of the glassy phase properties on the surface treatment by means of grin-
ding and polshing is discussed .
The information about production of the plates form these new moterwals is given.
The investigation results concerning more important properties of the plates being produced ore also presented
compared to other materials.

B.MALISZEWSKI: Hermetic envelopes of low production cost for integrated microcircuits

A cheap encapsulation method for the integrated microcircuits in ceramic envelopes in the Cer-Dip version is
described.
The envelopes are mode of alundum ceramics joined by means of low melting point glass crystallizing solders.
The choice of materials as well as possible technological and design variants the envelopes are onolyzed.

1.ZINKIEWICZ: Isotopic investigations in determination of geological layers absolute age

The RbSr method for determination of geological layers absolute age is described. The instrument for determi-
nation of the Rb and Si isotope contents was the moss spectrometer . The measurement results of granites from
Strzelin and Strzegom are discussed.

W.2UK, G.SKRZETUSKA: Active cross-sections for ionization by electrons of some sulphur compounds

A moss spectrometer with monoenergetic electron beam and with &° magnetic field was used ta measure the
active cross-section for ionization HoS and SO by electrons and products of their dissociation. The measure-
ment results are discusced.

J.SZARAN: Isotopic composition of sulphur included in mineral sources

In the Nuclear Physics Laboratory in the Institute of Physics of the M.Curie Sktodowska’s University in Lublin.
The investigations of isotapic composition of sulphur, included in water of mineral sources from three provinces
of Poland, were carried out.

In this work the investigation results are presented.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu ulatwienia prac redakcyjnych zwiqzanych z przygotowaniem materiatu do druku redakcja prosi
Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:
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